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(57)  약

본  학  크고, 고  수지  상  우수한 학식 1  시 는 실리  함  합물에 

한 것 다. 또한, 본  상  합물  고  수지  포함하는 수지 물  상  수지 물  포함하

는 학 재에 한 것 다. 본  학식 1  시 는 실리  함  합물  고  수지  상

우수하고 학  우수하다. 라 , 학식 1  시 는 실리  함  합물  포함하는 고  수지 

물  하여 학 재  할 경우 상 리 상  없고 량  원하는 특   가능하다. 
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특허청  

청 항 1 

하  학식 1  시 는 실리  함  합물. 

[ 학식 1]

학식 1에 , 

는  또는  ;

는  또는  ;

는  또는  ;

는  또는  ;

Q
1
 내지  Q

12
는  각각  독립  -H,  -F,  -Cl,  -Br,  -I,  -CN,  -CF3,  -OCF3,  -R

6
,  -OR

6
,  -NHR

6
,  -NR

6
R
6
 또는

-C(=O)R
6
 ;

Z는 C 또는 N ,  Z가 N  해당 Q  결합  재하지 않 ;

l, m  n  각각 독립  0~2  수 고, l+m+n는 1 상  수 ;

G
1
  G

2
는 각각 독립  -(CH2)rSiW

1
W
2
(CH2)s-, -O-, -NR

6
-, -S-, -SO-, -SO2-, -(CH2)q-, -CH=CH-, -C≡C-,

-C(=O)O(CH2)q-, -OC(=O)(CH2)q-, -(CH2)qC(=O)O-, -(CH2)qOC(=O)-, -C(=O)-, -C(=O)NR
6
-, -NR

6
C(=O)-, -C(=O)S-,

또는 -SC(=O)- 고, q는 0~5  수 고, r  s는 각각 독립  0 또는 1 ;

Y는 -(CH2)rSiW
1
W
2
(CH2)s-,-C≡C-, -C(=O)O-, -OC(=O)-, -C(=O)-, -C(=O)NR

6
- 또는 -NR

6
C(=O)- 고, 여  r 

s는 각각 독립  0 또는 1 ,

E는 -H, -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -NCO, -NCS, -SiW
1
W
2
R
6
, -R

6
, -N(R

6
)2, -OR

6
, -CF3, 또는 -OCF3 ; 

X
1
 내지 X

5
는 각각 독립  -SiW

1
W
2
-,  -O-,  -NR

6
-,  -S-,  -SO-,  -SO2-,  -(CH2)p-,  -C(=O)NR

6
-,  -NR

6
C(=O)-,

-NR
6
C(=O)NR

6
-, -C(=O)O-, -OC(=O)-, 또는 -OC(=O)O- 고, p는 0~2  수 ;

W
1

 -R
7
, -NHR

7
, 또는 -N(R

7
)2 ;
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W
2
는 -R

8
, -NHR

8
, 또는 -N(R

8
)2 ;

R
1
 내지  R

8
 각각  독립  -H,  C1~C20  알킬(alkyl),  플루 알킬(fluoroalkyl),  C2~C20  알 닐

(alkenyl),  플루 알 닐(fluoroalkenyl),  C2~C20  알키닐(alkynyl),  플루 알키닐(fluoroalkynyl),

-(CH2CH2O)tCH3, -(CH2CHCH3O)tCH3, 또는 -(CHCH3CH2O)tCH3 고, t는 1~5  수 ;

상  Y, G
1
, G

2
, E  X

1
 내지 X

5
  하  상  Si 함  치 고, 상  Si 함  치 는 Y, G

1
  G

2
 경

우에는 -(CH2)rSiW
1
W
2
(CH2)s- 고, E  경우에는 -SiW

1
W
2
R
6

고, X
1
 내지 X

5
 경우에는 -SiW

1
W
2
- 다.

청 항 2 

1항에 어 , 상  l+m+n  1~3  수  것  특징  학식 1  시 는 실리  함  합물.

청 항 3 

1항에 어 ,   크 가 0.2 상  것  특징  학식 1  시 는 실리  함  합물.

청 항 4 

1항에 어 , 하  식 1에 해 는 것  특징  학식 1  시 는 합물.

[ 식 1]

식 1에 , A, B, C, D, l, m, n, G
1
, G

2
  E는 1항에   같고; L

1
  L

2
는 각각 독립

 할라 드, 실 트, 실 트, 또는 트리플 트 다.

청 항 5 

1항에 어 , 하  식 2에 해 는 것  특징  학식 1  시 는 합물.

[ 식 2]

식 2에 , A, B, C, D, l, m, n, W
1
, W

2
, r, s, G

1
, G

2
  E는 1항에   같고; L

1
  L

2

는 각각 독립  할라 드, 실 트, 실 트, 또는 트리플 트 다.

청 항 6 

1항에 어 , 하  식 3에 해 는 것  특징  학식 1  시 는 합물.

등록특허 10-0993451

- 4 -



[ 식 3]

식 3에 , A, B, C, D, l, m, n, G
1
, G

2
, R

6
  E는 1항에   같고, L

1
 할라 드, 

실 트, 실 트, 또는 트리플 트 다.

청 항 7 

1항에 어 , 하  식 4에 해 는 것  특징  학식 1  시 는 합물.

[ 식 4]

식 4에 , A, B, C, D, l, m, n, G
1
, G

2
  E는 1항에   같다.

청 항 8 

1항에 어 , 하  식 5에 해 는 것  특징  학식 1  시 는 합물.

[ 식 5]

식 5에 , A, B, C, D, l, m, n, q, G
1
, G

2
  E는 1항에   같고, L

1
  L

2
는 각각 독

립  할라 드, 실 트, 실 트, 또는 트리플 트 다.

청 항 9 

1항에 어 , 하  식 6에 해 는 것  특징  학식 6  시 는 합물.
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[ 식 6]

식 6에 , A, B, C, D, l, m, n, q, G
1
, G

2
, R

6
  E는 1항에   같고, L

1
 할라 드,

실 트, 실 트, 또는 트리플 트 다.

청 항 10 

1항에 어 , 하  식 7에 해 는 것  특징  학식 1  시 는 합물.

[ 식 7]

식 7에 , A, B, C, D, l, m, n, q, G
1
, G

2
, R

6
  E는 1항에   같고, L

1
 할라 드,

실 트, 실 트, 또는 트리플 트 ; P는 보 (protection group) 다.

청 항 11 

고  수지;  1항 내지 10항  어느 한 항  학식 1  시 는 실리  함  합물  포함하는 수지

물.

청 항 12 

11항에 어 , 상  고  수지: 학식 1  시 는 실리  함  합물  량비는 50:50 ~ 99:1  것

특징  수지 물.

청 항 13 

11항  수지 물  포함하는 학 재.

  

 상 한 

     

         하는 술  그 야  래 술
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본  고  수지  상 (compatibility)  우수하고 큰 학  가지는 실리  함  합물에[0003]

한 것 다. 또한, 본  상  합물  포함하는 수지 물  상  수지 물  포함하는 학 재

에 한 것 다.

근  산업  달  학  고  수지  사  하고 는 다.  들 ,  매체  사[0004]

는 스크 , 학  , 통신에 사 는 , 프  스크린  프    액  스

플 에 사 는 프리 시트, 편  보 필 , 보상필  등 여러 학  고 에 한 수 가 하고 

다. 

러한 학  고  수지들   학  등  하는 경우가 많  고  수지 체[0005]

상 또는 가공   하여   고  수지가  가질 수 다. 또한 학 수지가 다

층 에 삽 어 는 경우 각 층과  열평창 수  등  하여 학   가질 수 다. 

러한 학  가지는 필 ,  등   에 재한다 , 상  질에 변   신  독에[0006]

악 향   수 어 ,  가능한 게 억 한 학 수지  는 학 재  사  람직하다. 

에  학  복  여하는 경우도 다.  들 , 액  스플  경우 액 과 편[0007]

필 에  는 학  복  하여 경사 향  보는 경우에 트라스트가 하 는 문  다.

 개 하  하여 특 한 향  학   여한 고  수지  하여 액 과 편  필 에  

는 복  보상함  시야각  개 하는 경우도 다.  같  학   사 는 고  수지

 경우 원하는 향   특  어하는 것  필 하다.

고   특  어하는 래  술  본 특허 공개  1990-129211  2000-044614  같  고  수[0008]

지   하여 복  어하는  알  다. 하지만   복  어하  하여

공 합체    꾸어야 하는 거러움  고, 또한   변  한 고  수지

다  물 들  변 하는 문 들  다. 

또한, 고  수지  복  어   물질  첨가하는 들  알  다. 본특허 공개[0009]

2004-035347에 는  특   하여   물질  침상  무   도 하는  경우가  보고  고

, 무  미립  경우 매에 한 해도가 낮고, 도가 아 매에 고루 산 시키  어 고, 안

 어  집  쉬워 고  수지   해시킬 우 가 다. 또한, 본 특개평 8-110402에 는

 합물  첨가하여 고  수지  특  하는  알  다. 하지만  

 큰 합물들  결 도가 고 매에 한 해도가 어지고 고  수지  상  어  합 후

결  어  는 문   심지여 매에 해 지 않는 경우가 는  러한 것들에 한 체

 해결  시하지 않고 다.

         루고  하는 술  과

본  상  문  해결하  해, 학  크고,  양  사  과  고  수지[0010]

학 특  어가 가능하고, 매에 한 해도가 우수하고, 고  수지  상  우수하여  등  문

 없는 학  합물  공하고  한다.

또한, 본  상  학  물질  고  수지  포함하는 수지 물  공하고  한다.[0011]

       

본  하  학식 1  시 는 실리  함  합물  공한다.[0012]

[ 학식 1][0013]

[0014]

학식 1에 , [0015]
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는  또는  ;[0016]

는  또는  ;[0017]

는  또는  ;[0018]

는  또는  ;[0019]

Q
1
 내지  Q

12
는  각각  독립  -H,  -F,  -Cl,  -Br,  -I,  -CN,  -CF3,  -OCF3,  -R

6
,  -OR

6
,  -NHR

6
,  -NR

6
R
6
 또는[0020]

-C(=O)R
6
 ;

Z는 C 또는 N ,  Z가 N  해당 Q  결합  재하지 않 ;[0021]

l, m  n  각각 독립  0~2  수 고, l+m+n는 1 상  수 ;[0022]

Y, G
1
  G

2
는 각각 독립  -(CH2)rSiW

1
W
2
(CH2)s-, -O-, -NR

6
-, -S-, -SO-, -SO2-, -(CH2)q-, -CH=CH-, -C≡C-[0023]

,  -C(=O)O(CH2)q-,  -OC(=O)(CH2)q-,  -(CH2)qC(=O)O-,  -(CH2)qOC(=O)-,  -C(=O)-,  -C(=O)NR
6
-,  -NR

6
C(=O)-,

-C(=O)S-, 또는 -SC(=O)- 고, q는 0~5  수 고, r  s는 각각 독립  0 또는 1 ;

E는 -H, -F, -Cl, -Br, -I, -CN, -NCO, -NCS, -SiW
1
W
2
R
6
, -R

6
, -N(R

6
)2, -OR

6
, -CF3, 또는 -OCF3 ; [0024]

X
1
 내지 X

5
는 각각 독립  -SiW

1
W
2
-,  -O-,  -NR

6
-,  -S-,  -SO-,  -SO2-,  -(CH2)p-,  -C(=O)NR

6
-,  -NR

6
C(=O)-,[0025]

-NR
6
C(=O)NR

6
-, -C(=O)O-, -OC(=O)-, 또는 -OC(=O)O- 고, p는 0~2  수 ;

W
1

 -R
7
, -NHR

7
, 또는 -N(R

7
)2 ;[0026]

W
2
는 -R

8
, -NHR

8
, 또는 -N(R

8
)2 ;[0027]

R
1
 내지  R

8
 각각  독립  -H,  C1~C20  알킬(alkyl),  플루 알킬(fluoroalkyl),  C2~C20  알 닐[0028]

(alkenyl),  플루 알 닐(fluoroalkenyl),  C2~C20  알키닐(alkynyl),  플루 알키닐(fluoroalkynyl),

-(CH2CH2O)tCH3, -(CH2CHCH3O)tCH3, 또는 -(CHCH3CH2O)tCH3 고, t는 1~5  수 ;

상  Y, G
1
, G

2
, E  X

1
 내지 X

5
  하  상  Si 함  치 고, 상  Si 함  치 는 Y, G

1
  G

2
 경[0029]

우에는 -(CH2)rSiW
1
W
2
(CH2)s- 고, E  경우에는 -SiW

1
W
2
R
6

고, X
1
 내지 X

5
 경우에는 -SiW

1
W
2
- 다.

또한, 본  고  수지  상  학식 1  시 는 실리  함  합물  포함하는 수지 물  공[0030]

한다. 
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또한, 본  상  수지 물  포함하는 학 재  공한다.[0031]

하, 본  상 하게 하  다 과 같다.[0032]

본  상  학식 1  시 는 합물    크 가 0.2 상  학  합물 , 드[0033]

시 한 개 상  실리  가지는 합물 다. 체 , 상  학식 1에  상  Y, G
1
, G

2
, E  X

1
 내지

X
5
  어도  하  상  Si  함  치 고,  상  Si  함  치 는  Y,  G

1
  G

2
 경우에는

-(CH2)rSiW
1
W
2
(CH2)s- 고, E  경우에는 -SiW

1
W
2
R
6

고, X
1
 내지 X

5
 경우에는 -SiW

1
W
2
- 다.

본   학식 1에 ,  R
1
 내지 R

8  
C1~C20  알킬   들 ,  -CH3,  -CH2CH3,  -CH2CH2CH3,  -CH(CH3)2,[0034]

-CH2CH2CH2CH3,  -CH(CH3)CH2CH3,  -CH2CH(CH3)2  등   또는  가지  알킬  ,  에  한 지  않는다.

또한, 학식 1에  R
1
 내지 R

8  
플루 알킬  상  하고 는 알킬 에 한 개 상  플루 가 수

신 치  것  수 다.

또한,  학식 1에  R
1
 내지 R

8  
C2~C20  알 닐   들 ,  -CH=CH2,  -CH=CHCH3,  -CCH3=CH2,  -CH2CH=CH2,[0035]

-CH=CHCH2CH3,  -CH=C(CH3)2,   -CCH3=CHCH3,  -CH2CH=CHCH3,  -CH2CCH3=CH2,  -CHCH3CH=CH2,  -CH2CH2CH=CH2  등  

또는 가지  알 닐  , 에 한 지 않는다. 또한, 학식 1에  R
1
 내지 R

8  
플루 알 닐  상

하고 는 알 닐 에 한 개 상  플루 가 수  신 치  것  수 다.

또한,  학식 1에  R
1
 내지 R

8  
C2~C20  알키닐   들 ,  -C≡CH,  -CH2C≡CH,  -C≡CCH3,  -CH2CH2C≡CH,[0036]

-CHCH3C≡CH, -CH2C≡CCH3, -C≡CCH2CH3 등   또는 가지  알키닐  , 에 한 지 않는다. 또한,

학식 1에  R
1
 내지 R

8  
플루 알키닐  상  하고 는 알키닐 에 한 개 상  플루 가 수

신 치  것  수 다.

또한, 상  학식 1에  l+m+n  1 상  수 , 람직하게는 1~4  수 , 욱 람직하게는 1~3[0037]

수 다.

본  학식 1  시 는 합물  다양한 고  수지  쉽게 합 고, 에 도 해도가 ,[0038]

또한 액  시 치가 통상  사 는 건 하에  물리 , 학  안 할 뿐 아니라, 열  빛에 안

하다. 

라 , 상  학식 1  시 는 합물  여러 다양한 고  수지  합하여 고  수지  특  어에[0039]

사  수 다.

상  학식 1  시 는 합물  보다 하게 하  하  합물들과 같 , 본 에  합물[0040]

하  시  것들에 한 는 것  아니다.

[0041]

[0042]

[0043]

[0044]
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[0045]

[0046]

[0047]

상  학식 1  시 는 합물   하  다 과 같다. 단, 하  식들  시  것  뿐,[0048]

본 에  합물   하  식들에 해 한 는 것  아니다.

상  학식 1  시 는 합물  하  식 1에 해  수 다.[0049]

[ 식 1][0050]

[0051]

식 1에 , A, B, C, D, l, m, n, G
1
, G

2
  E는 학식 1에   같고; L

1
  L

2
는 각각 독[0052]

립  할라 드, 실 트, 실 트, 또는 트리플 트(triflate) 등  리빙 (living group) 다.

식 1에 , 트리 틸실릴아 틸 (trimethylsilylacetylene) 등  아 틸  Pd 매  하여 상[0053]

tolane 합물  할 수 다.

또한, 상  학식 1  시 는 합물  하  식 2에 해  수도 다.[0054]

[ 식 2][0055]

[0056]

식 2에 , A, B, C, D, l, m, n, W
1
, W

2
, r, s, G

1
, G

2
  E는 학식 1에   같고; L

1
 [0057]

L
2
는 식 1에   같 ; Li 또는 Mg는  할 수 는  Li, n-BuLi, Mg 등  

미한다.

또한, 상  학식 1  시 는 합물  하  식 3에 해  수도 다.[0058]
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[ 식 3][0059]

[0060]

식 3에 , A, B, C, D, l, m, n, G
1
, G

2
, R

6
  E는 학식 1에   같고; L

1
 식 1에[0061]

  같다.

또한, 상  학식 1  시 는 합물  하  식 4에 해  수도 다.[0062]

[ 식 4][0063]

[0064]

식 4에 , A, B, C, D, l, m, n, G
1
, G

2
  E는 학식 1에   같다.[0065]

식 3  식 4에 , 아릴 치   하여 Y = NR
6
, O, S 등  는 합물  합 할 수 ,[0066]

oxidation  SO  SO2  도 할 수 다.

또한, 상  학식 1  시 는 합물  하  식 5에 해  수도 다.[0067]

[ 식 5][0068]

[0069]

식 5에 , A, B, C, D, l, m, n, q, G
1
, G

2
  E는 학식 1에   같고; L

1
  L

2
는 [0070]

식 1에   같 ; Li 또는 Mg는  할 수 는  Li, n-BuLi, Mg 등  미한다.

식 5  같 , 친핵 치   Y=(CH2)q, CH=CH, CO  합물  만들 수 다.[0071]

또한, 상  학식 1  시 는 합물  하  식 6에 해  수도 다.[0072]

등록특허 10-0993451

- 11 -



[ 식 6][0073]

[0074]

식 6에 , A, B, C, D, l, m, n, q, G
1
, G

2
, R

6
  E는 학식 1에   같고; L

1
 식[0075]

1에   같 ; Li 또는 Mg는  할 수 는  Li, n-BuLi, Mg 등  미한다.

또한, 상  학식 1  시 는 합물  하  식 7에 해  수도 다.[0076]

[ 식 7][0077]

[0078]

식 7에 , A, B, C, D, l, m, n, q, G
1
, G

2
, R

6
  E는 학식 1에   같고; L

1
 식[0079]

1에   같 ; Li 또는 Mg는  할 수 는  Li, n-BuLi, Mg 등  미하 ; P는

보 (protection group) 다.

식 6  식 7에 , CO2 gas  bubbling 하여 CO2H group  만들 수 , (Me3SiO)2  하여[0080]

OH group  도 할 수 다. 여 에 SOCl2, COCl2, MsCl, TsCl, EDC, DCC 등  하여 ester 합물  만들거

 Dean-Stark  하여 esterification  수행할 수 다.

본 에  상  학식 1  시 는 합물  , 상  식 1 내지 식 7에  사 한 [0081]

물과 동  또는 사한 과  하는 물  사 하거 , 상  식 1  내지 식 6과 사한 경

(scheme)에 한 도 포함한다.

본 에  수지 물 , 고  수지  본  상  학식 1  시 는 실리  함  합물  포[0082]

함하는 것 다. , 상  학식 1  시 는 실리  함  합물  고  수지  학 특  어하는 역

할  할 수 다. 

러한  사 할 경우에 상  학식 1  시 는 실리  함  합물  1  내지는 2  상  합[0083]

어 사  수도 다. 또한, 수지 물 내에  고  수지  학식 1  시 는 실리  함  합물  사

량 , 량비  고  수지: 학식 1  시 는  합물 = 50:50 ~ 99:1 , 람직하게는 70:30

~ 99:1, 보다 람직하게는 80:20 ~ 99:1  수 다.

상  학식 1  시 는 합물과 합 가능한 상  고  수지는 특별  한 지 않 ,  학[0084]

  사 는 고  수지가 사  수 다.  들 , 상  고  수지는 폴리 미드, 폴리아미드

미드, 폴리아미드, 폴리에 미드, 폴리에 에 , 폴리에 , 폴리 드, 폴리에

술폰, 시클 핀폴리 , 폴리술폰, 폴리 닐 드, 폴리 닐 사 드, 폴리에틸 프탈 트, 폴
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리 틸 프탈 트, 폴리에틸 프탈 트, 폴리아 탈, 폴리카보 트, 폴리아크릴 트, 아크릴 수

지, 폴리비닐알 , 폴리프 필 , 룰 스, 트리아 틸 룰 스, 에폭시 수지,  수지 등  , 

에 한 지 않는다. 또한, 들 고  수지는 단독  또는 2  상 합하여 사 할 수 , 사 량

특별  한 하지 않는다.

또한,  본   수지 물  고  수지   합물 에필 에 라   매  포함할 수[0085]

다.  매가 포함 , 본  수지 물  사 하여 재 상에 도포( )하 가 해진다. 

상   매는 특별  한 는 것  아니고, 당업계에 알 진 통상  것  사 할 수 다.  비 한[0086]

 는, 시클 헥산, 시클 탄, , 루엔, 크실 , 틸  등  탄 수 ; 아 , 틸에틸 ,

틸 틸 , 시클 헥사  등  , 아 트산에틸, 에틸 리 틸에 아 트, 프 필

리 틸에 아 트, 감마- 티 락  등  에스 ; 2-피 리돈, N- 틸-2-피 리돈, 틸포

아미드, 틸아 트아미드 등  아미드 ; 클 포 , 클 탄, 사염 탄 , 클 에탄, 트라클

에탄, 트라클 에틸 , 클  등  할 겐 ; t- 틸알 , 아 알 , 리 린, 아 틴,

에틸 리 , 트리에틸 리 , 헥실 리 , 에틸 리 틸에  등  알 ; , 라클

 등  ; 시 , 1,2- 시 , 에틸 리  틸에 , 에틸 리 다 틸에 ,

에틸 리 다 에틸에 ,  프 필 리 다 틸에 ,  프 필 리 다 에틸에 ,  다 에틸 리

다 틸에 ,  다 에틸 리 다 에틸에 ,  다 프 필 리 다 틸에 ,  다 프 필 리 다

에틸에  등  에  등  다. 또한, 들  매는 단독  또는 2  상 합하여 사 할 수 

, 사 량  특별  한 하지 않는다.

또한, 본  수지 물  필 에 라  계  포함할 수 다. 계 는 재 상에 도포[0087]

하게 하  해  사  수 다. 상  계 는 특별  한 는 것  아니고, 당업계에 알 진 통상

 것  사 할 수 , 첨가량  계  , 합물    비, 매  , 재

에 라 달라질 수 다. 

또한, 본  수지 물  타 첨가   , leveling agent 등  포함할 수 다.[0088]

본 에  학 재는, 본  수지 물  포함한다.[0089]

, 본  수지 물  사 하여 필  태  학 재  만드는 경우, 상  학식 1  시 는 [0090]

합물  포함하는 수지 고  매  포함하는 체 수지 물에 하여 통상 0.1~90 량%, 람직하게는

1~50 량%, 욱 람직하게는 5~40 량%가 도  한다. 수지 물  도가 상  하한 미만  경우에는

필  께  보 하 가 어 워지 , 상  상한 과  경우에는 액  도가 무 커  균 한 께  필

 얻 가 어 다. 

또한, 본  수지 물  사 하여 얻어지는 상  필   연신 필  또는  연신 필  수도 [0091]

고, 상  고  필  친수  처리  수  처리 등   처리  것  수 고, 층 필 거  glass 

수도 다.

또한, 상  필  본  수지 물  사 하고,   또는  cast  등에 하여  필[0092]

 만들 수 다.  cast 에 해  필  하는 경우에는 상  수지 물   드럼, still

belt, 폴리에스  필 , 프  등  지지체 에 도포하고, roller  하여 건 에  매  건  후

지지체  필  리하여 할 수 다.  필    매량  통상 10 량% 하 , 람직

하게는 5 량% 하, 욱 람직하게는 1 량% 하 다.  매량  상  상한  는 경우에 필  내

열  낮아지는 경향  보 다.    필  1  연신 내지는 2  연신에 해 고  수지  특

 어할 수도 다.

하 본  실시  통하여 상  하  다 과 같다. 단, 하  실시 는 본  시하는 것  뿐[0093]

본  하  실시 에 해 한 는 것  아니다.
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(실시  1)[0094]

[0095]

1,4-Dibromobenzene  무수 THF 매에 고 -78℃에  1.0 당량  n-BuLi   가하 다. 에  2시[0096]

간 도 하여  생  한 에, 1.05 당량  합물 1  가하 다. 가 료 후  도  상

 리고, 상 에  2시간 도 하 다.  료 후 헥산과 물  work-up 하고, 실리카겔  하

여 95%  수  합물 2  만들었다. 

합물 2  무수 THF 매에 고 -78℃에  1.05 당량  n-BuLi   가하 다. 에  2시간 도 [0097]

하여  생  한 에 과량  CO2  bubbling 하 다.  료 후 10% HCl  pH  약 3 도에 맞

 에  물  하여 work-up 하고 실리카겔  하여 80%  수  합물 3  얻었다. 

합물 3과 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl  CH2Cl2에 해 시키고, 여 에 1.1 당량  EDC  0.1 당량  DMAP[0098]

고 상 에  10시간 도 하 다.  료 후 CH2Cl2  work-up 하고 헥산에  재결 하여  합물

4  85% 상  수  만들었다.  합물 4  
1
HNMR  아래에 재하 다.

1
HNMR (400MHz, CDCl3): δ 0.30 (s, 6H), 0.69~0.81 (m, 2H), 0.85~0.93 (m, 3H), 1.20~1.39 (m, 8H), 7.62[0099]

(d, 2H), 7.35 (d, 2H), 7.67 (d, 2H), 7.70 (d, 2H), 7.74 (d, 2H), 8.17 (d, 2H).

(실시  2)[0100]

[0101]

1,4-Diiodobenzene  무수 THF 매에 고 -78℃에  1.0 당량  n-BuLi   가하 다. 에  2시[0102]

간 도 하여  생  한 에 1.05 당량  합물 5  가하 다. 가 료 후  도  상

  상 에  2시간 도 하 다.  료 후 핵산과 물  work-up 하고 실리카겔  하여

92%  수  합물 6  만들었다. 

합물  6  에  고  0.1  당량  CuI,  0.03  당량  PdCl2(PPh3)2,  5.0  당량  DBU,  0.5  당량[0103]

trimethylsilyl acetylene  0.4 당량  H2O  고 60℃에  10시간 도 하 다.  료 후 10% HCl

과 에  하여 work-up 하고 실리카겔  하여 83%  수   합물 7  하 다.  

합물 7  
1
HNMR  아래에 재하 다.

1
HNMR  (400MHz,  CDCl3):  δ  0.31  (s,  12H),  0.69~0.80  (m,  4H),  0.86~0.92  (m,  6H),  1.62~1.71  (m,  4H),[0104]

7.45~7.54 (m, 8H). 

(실시  3: 상  평가)[0105]

 아크릴 트 고  수지 (Mw=100,000)  90  량  실시  1에  합 한 합물 10  량  ethyl[0106]

acetate 400 량  ( 도=20wt%)에 해 시킨 에 glass 에 도포 후 110℃에  3 간 bake 하 다. 24시간

상 에  보  후에 에  고체  여  학 미경  안  하 고, 그 결과  도 1에 

타내었다. 상  평가 결과, 24시간 후에도  합물  지 않았다.

(실시  4: 상  평가)[0107]

실시  1에  합 한 합물 신 실시  2에  합 한 합물  10 량  사 한 것  하고는, 실시  3[0108]
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에  한 과 같   상  평가  하 고, 그 결과  도 2에 타내었다. 상  평가 결과, 24

시간 후에도  합물  지 않았다.

(비  1: 상  평가)[0109]

[0110]

p-Hydroxybenzoic acid  에탄 : 물 = 7: 3 합 매에  후, 1.0 당량  bromohexane과 2.2 당량  KOH[0111]

 고 90℃에  10시간 도 하 다. 에탄  감압 한 후 10% HCl(aq)   가하여 pH  1~3 사

 하 다. 생  고체  filtration  drying 한 후, 1.0 당량  4-cyano-4'-hydroxybiphenyl과 함께

CH2Cl2에 해시 다. 여 에 1.1 당량  EDC  0.1 당량  DMAP  고 상 에  10시간 도 하 다. 

 료 후 CH2Cl2  work-up 하고 실리카겔  하여  합물 8  하 다. 

실시  1에  합 한 합물 신 합물 8  10 량  사 한 것  하고는, 실시  3에  한 과[0112]

같   상  평가  하 고, 그 결과  도 3에 타내었다. 상  평가 결과, 필   후 상 에

합물 8  필  에  는 것  찰 었다.

(비  2: 상  평가)[0113]

[0114]

p-Iodophenol과 동당량  bromopropane  1,4-dioxane에 해시키고 K2CO3 base  알킬   수행한 후[0115]

실시  2  Pd coupling  합물 9  하 다.

실시  1에  합 한 합물 신 합물 9  10 량  사 한 것  하고는, 실시  3에  한 과[0116]

같   상  평가  하 고, 그 결과  도 4에 타내었다. 상  평가 결과, 필   후 상 에

합물 9가 필  에  는 것  찰 었다.

실시  3~4  비  1~2  결과  학식 1  는  실리  합물들  고  수지  상[0117]

 우수함  알 수 었다.

     과

본  학식 1  시 는 실리  함  합물  고  수지  상  우수하고 학  우수[0118]

하다. 라 , 학식 1  시 는 실리  함  합물  포함하는 고  수지 물  하여 학 재

 할 경우 상 리 상  없고 량  원하는 특   가능하다.

도  간단한 

도 1  도 2는 각각 실시  3  실시  4에  상  평가  결과  보여주는 학 미경 사진(x 5) 다.[0001]

도 3  도 4는 각각 비  1  비  2에  상  평가  결과  보여주는 학 미경 사진(x 5) 다.[0002]
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    도 3

    도 4
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